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OEM: Texas Instruments Transistor BU107 Datasheet

BU107

NPN-Silizium-Leistungstransistor**
Entwickelt fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen

Mechanische Daten
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Absolute Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung (0 > Upg > —8 V)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzanstrom

Gehdusetemperatur (im Betrieb)

(Anwendung siehe Bem. 1)

Elektrische Kennwerte bei Tg = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

300V
av
10 A
5 A
100 °C

logs Hollektor-Emitter-Reststrom Upg =0, Ucg=300V (Bam.2) = 50 mA
IgBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp =BV, lg=10 = 10 mA
Arbeitskennwerte

Impulstest mit lg = 7 A, Ingetn) = 1,4 A, |Baus = 3,0 (Bem. 1)

Upe@esty Kollektor-Basis-Séttigungsspannung =2 V¥
Ucrmsyy Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung = 15Y
tt Kollektorstrom Abfall-Zeit < 1 us
ts Speicherzait = 3 us
Bemerkungen:

1. Fiir Anwendung in Horizontal-Ablenk-Endstufen.
2. Impulstest, Tastverhdltnis 23;.

** Vorldufige Daten
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